デンシセン キデンリュウ オ モチイタ ハンドウタイ ザイリョウ ノ ヒョウカ by Fuyuki, Takashi
Title
CHARACTERIZATION OF SEMICONDUCTORS BY











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ － － － －




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ － Ｗ ゝ
’ ＿ ｌ － ～ ＊ ヽ ｊ













































































































































ｉ ・ Ｊ Ｉ
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ
［１］
２１
３１
４
５
６
７１
８１
［９１
［１０］
［ｎ］
［１２］
Ｈ．Ｆｏｉｌ，Ｎ．ＧｏｒｅｌｅａｎｄＢ．０．Ｋｏｌｂｅｓｅｔｉ：”Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
Ｓｉｌｉｃｏｎ１９７７”（Ｊ．ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙＩｎｃ．，
Ｐｒｉｒ！ｃｅｔｉｏｎ１９７７）ｐｐ。５６５－５７４
Ｄ．Ｊ．Ｄ．Ｔｈｏｍａｓ：ｐｈｙｓ．ｓｔａｔ．ｓｏ１・旦，２２６１（１９６３）
Ｃ．Ｍ．Ｍｅｌｌｉａｒ－Ｓｍｉｔｈ：”Ｃｒｙｓｔａｌｃ！ｅｆｅｃｔｓｉｎｓｉｌｉｃｏｎｉｎｔｅｇｒａｔニｅｄ
ｃｉｒｃｕｉｔｓ－Ｔｈｅｉｒｃａｕｓｅａｎｄｅｆｆｅｃｔ”ｉｎ”Ｔｒｅａｔｉｅｓｏｎ
ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”ｖｏｌ．１１（ＡｃａｄｅｍｉｃＰｒｅｓｓ，
ＮｅｗＹｏｒｋ，１９７７）
Ｋ．Ｖ．ＲａｖｉａｎｄＣ．Ｊ，Ｖａｒｋｅｒ：Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ・４５，２６３（１９７４）
Ｓ．Ｍ．Ｈｕ：Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ・５１，３６６６（１９８０）
Ｋ。Ｖ．Ｒａｖｉ，Ｃ．Ｊ．ＶａｒｋｅｒａｎｄＣ．Ｅ．Ｖｏｌｋ：
Ｊ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２０，５３３（１９７３）
－
Ｃ．Ｊ．ＶａｒｋｅｒａｎｄＫ．Ｖ．Ｒａｖｉ：Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ・亘，２７２（１９７４）
Ｌ．Ｃ．Ｋｌｍｅｒｌｉｎｇ，Ｈ．Ｊ．ＬｅａｍｙａｎｄＪ．Ｒ・Ｐａｔｅｌ：
Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ・３０，２１７（１９７７）
Ｈ．Ｓｈｉｍｉｚｕ．Ａ．ＹｏｓｈｉｎａｋａａｎｄＹ．Ｓｕｇｌｔａ：
Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ・１７，７６７（１９７８）
Ｇ．Ａ．ＲｏｚｇｏｎｙｉａｎｄＲ．Ａ．Ｋｕｓｈｎｅｒ：
Ｊ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２３，５７０（１９７６）
－
Ｋ．Ｔａｎｉｋａｗａ，Ｙ．ＩｔｏａｎｄＨ．Ｓｅｉ：
Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ・２８，２８５（１９７６）
Ｊ．Ｒ．Ｐａｔｅｌ：”ＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＳｉｌｉｃｏｎ１９７７”（Ｔｈｅ
ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙＩｎｃ．，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ，１９７７）
ｐｐ．５２１－５４５
－１０４－
ⅧＩ ＣＯＮＣＬＵＳＩＯＮＳ
Ｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙ，ＥＢＩＣｗａｓａｎａｌｙｚｅｄｑｕａｎｔ：ｉｔａｔｉｖｅｌｙｂｙ
ｓｏｌｖｉｎｇｔｈｅｓｔｅａｄｙ－ｓｔａｔｅｏｒｔｉｍｅ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ
ｄｉｆｆｕｓｉｏｎｅｑｕａｔｉｏｎｓ．Ｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｔｈｅｆｉｎｉｔｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｖｏｌｕｍｅ
ｏｎＥＢＩＣｗａｓｄｉｓｃｕｓｓｅｄ．ａｎｄａｎＩｍｐｒｏｖｅｄｍｅｔｈｏｄｔｏｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅ
ｔｈｅｐｈｙｓｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｉｎｔｈｅｓｍａｌｌｓｅｌｅｃｔｅｄａｒｅａｓｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃ－
ｔｏｒｓｗａｓｓｕｇｇｅｓｔｅｄ．Ｔｈｅｏｂｔニａｉｎｅｄｒｅｓｕｌｔｓｗｅｒｅａｓｆｏｌｌｏｗｓ。
ＩｎＣｈａｐｔｅｒＨ，ｔｈｅｓｈｏｒｔｄｉｆｆｕｓｉｏｎｌｅｎｇｔｈｏｆｔｈｅｏｒｄｅｒｏｆ
ｙｍｃｏｕｌｄｂｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙｔｈｅｎｏｒｍａｌｉｎｃｉｄｅｎｃｅｍｅｔｈｏｄｏｆＥＢＩＣ．
Ｖａｒｉｏｕｓｍｏｄｅｌｓｆｏｒｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｕｓｅｄｉｎｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓ
ｙｉｅｌｄｅｄｔｈｅａｍｂｉｇｕｉｔｙｆｏｒｔｈｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎｌｅｎｇｔｈ
ａｎｄｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｈｏｌｅｐａｉｒｃｒｅａｔｉｏｎｅｎｅｒｇｙｂｙａｎｅｌｅｃｔｒｏｎｂｅａｍ・
Ｄｅｔａｉｌｅｄｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｎｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｍｕｓｔｂｅ
ｎｅｃｅｓｓａｒｙｔｏａｎａｌｙｚｅＥＢＩＣａｃｃｕｒａｔｅｌｙ。
ＩｎＣｈａｐｔニｅｒｍ，ｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｖｏｌｕｍｅｏｆｍｉｎｏｒｉｔｙｃａｒｒｉｅｒｓ
ｈａｄ’ａｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｅｅｆｆｅｃｔｏｎＥＢＩＣｉｎｔｈｅｌｉｎｅｓｃａｎｍｅｔｈｏｄ．
ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｗｈｅｎｔｈｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓｏｆｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｖｏｌｕｍｅｗａｓｅｑｕａｌ
ｔ：ｏｏｒｌａｒｇｅｒｔｈａｎｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎｌｅｎｇｔｈ．Ｗｈｅｎｔｈｅａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇ
ｖｏｌｔａｇｅｗａｓｌｏｗ，ａｎｄｓｏ，ｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｄｅｐｔｈｗａｓｓｈａｌｌｏｗ．
ｓｕｒｆａｃｅｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｈａｄａｌａｒｇｅｅｆｆｅｃｔｏｎＥＢＩＣ．Ｗｈｅｒｅａｓ，ｗｈｅｎ
ｔ：ｈｅａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇｖｏｌｔａｇｅｗａｓｈｉｇｈ，ａｎｄｓｏ，ｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｄｅｐｔｈ
ｗａｓａｓｌａｒｇｅａｓｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎｌｅｎｇｔｈ，ｓｕｒｆａｃｅｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｈａｄ
ａｓｌｉｇｈｔｅｆｆｅｃｔｏｎＥＢＩＣ．Ｔｈｅａｃｃｕｒａｔｅｖａｌｕｅｓｏｆｐｈｙｓｉｃａｌｐａｒａｍｅｔｅｒｓ
ｓｕｃｈａｓｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎｌｅｎｇｔｈｓｈｏｕｌｄｂｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙｆｉｔｔｉｎｇｔｈｅ
ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｄａｔａｔｏｔｈｅｔニｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｃｕｒｖｅｓｆｏｒａｌｌｔｈｅａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇ
ｖｏｌｔａｇｅｓ．ＴｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆａｍａｘｉｍｕｍｉｎＥＢＩＣｎｅａｒｔｈｅｂａｒｒｉｅｒｃｏｕｌｄ
ｂｅｅｘｐｌａｉｎｅｄｂｙｔｈｅ’ｅｄｇｅｅｆｆｅｃｔ’ａｔｔｒｉｂｕｔｅｄｔｏｔｈｅｆｉｎｉｔｅ
ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｖｏｌｕｍｅ．
－１０５－
ＩｎＣｈａｐｔｅｒ】５／，ｉｎｔｈｅｌｉｎｅｓｃａｎｍｅｔｈｏｄ，ｔ：ｈｅｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ
ｏｆＥＢＩＣｏｎｔｈｅｓｃａｎｎｉｎｇｄｉｓｔａｎｃｅｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄｍａｉｎｌｙｔｈｅｌａｔｅｒａｌ
ｅｘｔｅｎｔｏｆｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｗｈｅｎｔｈｅａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇｖｏｌｔａｇｅ
ｗａｓｈｉｇｈ，ａｎｄｗｈｅｎｔｈｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓｏｆｔｈｅｇｅｎｅｒａｔニｉｏｎｒｅｇｉｏｎｗｅｒｅ
ｌａｒｇｅｒｔｈａｎｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎｌｅｎｇｔｈ．Ｔｈｅｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｂａｓｅｄｕｐｏｎｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｒｅｓｕｌｔｓｆｏｒｔｈｅｎｏｒｍａｌ
ｉｎｃｉｄｅｎｃｅｃｏｕｌｄｅｘｐｌａｉｎｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｌｉｎｅｓｃａｎ
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ｌｅｎｇｔｈｖａｒｉｅｄ，ａｎｄｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎｌｅｎｇｔｈｃｏｕｌｄｎｏｔｂｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ
ｄｅｆｉｎｉｔｅｌｙｆｒｏｍｔｈｅｓｌｏｐｅｏｆｔｈｅｃｕｒｖｅ．Ｔｈｅａｂｓｏｌｕｔｅｖａｌｕｅｏｆ
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